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Beschreibung

Hochdruckentladungslampe

Technisches Gebiet

Die Erfindung geht aus von einer Hochdruckentladungslampe

gemdll dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

Dokument DE 10 2006 007 218 Al offenbart eine derartige
Hochdruckentladungslampe, die beigpielsweise flir einen
Kraftfahrzeugscheinwerfer eingesetzt wird. Diese hat ein
langliches Entladungsgefal, das etwa mittig einen Entla-
dungsraum aufweist von dem aus sich diametral zweili Quet-
schenden erstrecken. Das Entladungsgefall ist von einem
hohlzylindrischen AuRenkolben umfasst. Dieser ist zusam-
men mit dem Entladungsgefall fest in einen Sockel der
Hochdruckentladungslampe eingesetzt. In den Entladungs-
raum kragen jeweils von einem Quetschende her zwei zuein-
ander gegeniber liegend angeordnete Elektroden aus, die
zur Erzeugung einer Gasentladung dienen. Eine jeweilige
Elektrode ist jeweils von einer stirnseitig aus einem Jje-
weiligen Quetschende heraus gefihrten Stromzufithrung
elektrisch kontaktiert. Die sockelferne Stromzufiithrung
erstreckt sich dabei etwa entlang des AuBenkolbens zum
Sockel. Das Entladungsgefall weist eine elektrisch leitfa-
hige Beschichtung auf, die als Zindhilfe zur Senkung ei-

ner Zindspannung der Hochdruckentladungslampe dient.

Nachteilig bei dieser Losung ist, dass trotz der Be-
schichtung die Zindspannung der Hochdruckentladungslampe

weiterhin hoch ist.
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Darstellung der Erfindung

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Hoch-
druckentladungslampe zu schaffen, die eine vergleichswei-

se geringe Zindspannung aufweist.

Diese Aufgabe wird geldst durch eine Hochdruckentladungs-

lampe mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

Erfindungsgemall hat eine Hochdruckentladungslampe ein
Entladungsgefall, in dem ein Entladungsraum ausgebildet
ist. Zur Erzeugung einer Gasentladung erstrecken sich
zwel =zueinander beabstandete Elektroden in den Entla-
dungsraum. Das Entladungsgefal ist zumindest abschnitts-
weise von einem AuBenkolben umgriffen. In einem wenigs-
tens von dem Entladungsgefal und dem AuBlenkolben begrenz-
ten, gasdichten AuBenraum ist ein Flllgas als Zindhilfe
eingebracht. Zusatzlich weist das Entladungsgefall eine

elektrisch leitfahige Ziundhilfsschicht auf.

Diese Losung hat den Vorteil, dass die Hochdruckentla-
dungslampe zwei Zundhilfen zum Senken der Zindspannung
aufweist. Das Flullgas im AuBRenraum erzeugt bei einem Zin-
dimpuls von einer AuBRenseite des EntladungsgefdBes eine
elektrisch leitfdhige Schicht bzw. ein Plasma, durch die
im Entladungsraum eine Zindung unterstiitzende die-
lektrisch behinderte Entladungen gebildet werden. Zusatz-
lich werden von dem Plasma durch UV-Emission Photoelekt-
ronen freigesetzt, die als Startelektronen fir das Aus-
bilden eines Entladungsbogens =zwischen den Elektroden
dienen. Ein weiterer Vorteil neben der geringen Zindspan-
nung ist die hohe Retriebssicherheit der Hochdruckentla-
dungslampe. Bilden sich beigpielsweise bei einer Herstel-

lung der Hochdruckentladungslampe Risse im AuBenkolben,
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was eine Veranderung eines Drucks und einer Gaszusammen-
setzung des Fiullgases zur Folge haben kann, so ist die
Funktion des Fillgases als Zindhilfe nicht mehr moglich,
da allerdings =zusatzlich die Zindhilfsschicht angeordnet

ist, wird die Zindspannung weiterhin ausreichend gesenkt.

Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den

abhangigen Ansprilichen.

Vorzugsweise ist die Zindhilfsschicht einfach auf einer
auBeren Oberfldche des EntladungsgefaBes innerhalb des

AuBRenraums aufgebracht.

Zur Verhinderung eines Kurzschlusses zwischen dem Fillgas
im AuBRenraum und der Zindhilfsschicht bei einem Zinden
der Hochdruckentladungslampe ist eine nicht elektrisch
leitfahige Isolationsschicht zum Trennen des Flullgases
und der Zindhilfsschicht auf die Ziindhilfsschicht aufge-
bracht. Die Isolationsschicht hat den weiteren Vorteil,

dass sie die Zindhilfsschicht vor Degeneration schiutzt.

Mit Vorteil ist die Isolationsschicht eine lichtdurchlas-

sige Glasschicht, insbesondere eine Quarzglasschicht.

Um eine sichere Isolation zu gewadhrleisten ist die Isola-
tionsschicht im Wesentlichen {ber die gesamte Oberflache
des EntladungsgeféaBes aufgebracht. Es ist aber auch mog-
lich, die Isolationsschicht nur auf dem Bereich aufzu-
bringen, in dem die Zindhilfsschicht angeordnet ist, um
die Zindhilfsschicht wvor Degeneration zu schiitzen. Die
Isolationsschicht kann daher auch bei Hochdruckentla-
dungslampen vorgesehen sein, bei denen das Fiillgas im Au-
Benraum zwischen Entladungsgefall und Aulenkolben nicht

als Zuindhilfe genutzt wird.
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Um zu vermeiden, dass die Zindhilfsschicht aufgrund hoher
Temperaturen beschadigt wird, wird die Isolationsschicht
in einem kalten Verfahren auf die Zindhilfsschicht und

auf das Entladungsgefal aufgebracht.

Vorzugsweise wird die Isolationsschicht im kalten Verfah-
ren mit einem Niederdruckplasma aufgebracht, wobei dieses
insbesondere Hexamethyldisiloxan (HMDSO) enthalt. Mit
diesem Verfahren kann kostengiinstig eine &duBerst dinne
und somit elastische 1Isolationsschicht auf das Entla-

dungsgefal und die Zindhilfsschicht aufgebracht werden.

Bevorzugter Weise ist die Zindhilfsschicht im Bereich des
Entladungsraums auf dem Entladungsgefall angeordnet und
erstreckt sich lber einen Abschnitt des Umfangs des Ent-

ladungsraums.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung hat das Entla-
dungsgefall zwei sich diametral erstreckende Quetschenden
und die Zindhilfsschicht ist zumindest Abschnittsweise
auf wenigstens ein Quetschende aufgebracht. Die Zind-
hilfsschicht kann somit derart angepasst werden, dass die

benttigte Zindspannung minimal ist.

Die Zindhilfsschicht kann zusadtzlich auf wenigstens einen
Ubergangsbereich zwischen dem Entladungsraum und einem
jeweiligen Quetschende abschnittsweise oder iber dessen
Gesamtumfang aufgebracht sein. Damit das Fillgas im Au-
Benraum ausreichend zur Senkung der Zindspannung beitra-
gen kann, hat dieses einen im Vergleich zum Standardatmo-
spharendruck abgesenkten Druck, der insbesondere zwischen
300 mbar bis 400 mbar, oder insbesondere zwischen

150 mbar bis 200 mbar liegt.
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Als besonders kostenglnstig kann als Fillgas Luft einge-

setzt werden.

Damit sich eine moglichst grolflachige Schicht bzw. Plas-
ma durch das Fillgas auf dem Entladungsgefal beim Zinden
der Hochdruckentladungslampe bilden kann, ist das gesamte
Entladungsgefall von dem Aulenkolben umgriffen und somit

vom AuRenraum umgeben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Im Folgenden soll die Erfindung anhand wvon Ausfihrungs-

beispielen ndher erlautert werden. Die Figuren zeigen:

Fig. 1 in einer Seitenansicht eine erfindungsgemaBe Hoch-
druckentladungslampe gemdll einem ersten Ausfiih-

rungsbeispiel

Fig. 2 in einer Seitenansicht die Hochdruckentladungslam-

pe aus Figur 1 bei einer Zindung

Fig. 3 in einer Seitenansicht die Hochdruckentladungslam-

pe aus Figur 1 bei der Zindung

Fig. 4 in einer Seitenansicht die erfindungsgemédlle Hoch-
druckentladungslampe gemal einem zweiten Ausfiih-

rungsbeispiel

Bevorzugte Ausfithrung der Erfindung

Figur 1 =zeigt in einer Seitenansicht eine schematische
Darstellung einer Hochdruckentladungslampe 1 gemall einem
ersten Ausfiihrungsbeispiel. Hier handelt es sich bei-

spielsweise um eine D4-Lampe flir einen Fahrzeugscheinwer-
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fer. Diese kann quecksilberfrei sein und weist eine

elektrische Leistungsaufnahme von ungefahr 35 Watt auf.

Die Hochdruckentladungslampe 1 hat ein Entladungsgefall 2
aus Quarzglas, das zwel etwa diametral angeordnete Quet-
schenden 4, 6 aufweist. Etwa mittig zwischen den Quet-
schenden 4, 6 ist in dem Entladungsgefal 2 ein sich ent-
lang einer Lampenlangsachse erstreckender langlicher, et-
wa kreiszylindrischer Entladungsraum 8 eingebracht. Im
Bereich des Entladungsraums 8 weist das Entladungsgefal 2
eine etwa ellipsoidfdérmige AuBenkontur auf. Die Quet-
schenden 4, 6 sind langlich ausgebildet und erstrecken

sich ebenfalls etwa entlang der Lampenlangsachse.

In den Entladungsraum 8 ragen von einem Jjeweiligen Quet-
schende 4 bzw. 6 etwa entlang der Lampenlangsachse zwei
zueinander beabstandete Elektroden 10 bzw. 12 aus Wolfram
hinein, zwischen denen sich wahrend des Betriebes der
Hochdruckentladungslampe 1 ein lichtemittierender Entla-
dungsbogen ausbildet. Die Elektroden 10 und 12 sind je-
weils mit einer in ein jeweiliges Quetschende 4 bzw. 6
eingeschmolzenen Molybdanfolie 14 bzw. 16 elektrisch ver-
bunden. Die Molybdanfolien 14 und 16 wiederum sind Je-
weils an einem von den Elektroden 10 bzw. 12 wegweisenden
Endabschnitt mit einer abschnittsweise in das Quetschende
4 bzw. 6 eingebrachten Stromzufihrung 18 bzw. 20 elekt-
risch verbunden. Diese sind dabei etwa entlang der Lam-
penldngsachse angeordnet und ragen Jeweils stirnseitig

aus dem Entladungsgefall 2 heraus.

Das Entladungsgefall 2 ist an seinem in der Figur 1 unte-
ren Quetschende 6 mit einer rohrfdrmigen Verlangerung 22

in einen 1im Wesentlichen aus Kunststoff bestehenden Lam-
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pensockel 24 eingesetzt. Die sockelnahe Stromzufiithrung 20
ist durch die Verlangerung 22 in den Lampensockel 24 ge-
fiihrt. Die sockelferne Stromzufihrung 18 ist mit einem
sich etwa entlang des EntladungsgefaBes 2 erstreckenden
Kontaktdraht 26 wverbunden, der in dem Sockel 24 miindet.
Der Kontaktdraht 26 1ist abschnittsweise =zusatzlich wvon
einem etwa rohrfdérmigen Isolationselement 28 zur elektri-

schen und thermischen Isolierung umfasst.

Der dem Kontaktdraht 26 zugewandte Oberflichenbereich des
EntladungsgefdBes 2 ist mit einer 1lichtdurchlassigen,
elektrisch leitfadhigen Zindhilfsschicht 30 versehen. Die-
se erstreckt sich in etwa Lampenldngsrichtung tber die
gesamte Lange des Entladungsraums 8 und etwa 5 bis 50 %
in Umfangsrichtung um das Entladungsgefall 2. Das Material
und die Ausgestaltung der Zindhilfsschicht 30 entspricht

beispielsweise der in dem eingangs erlauterten Dokument

DE 10 2006 007 218 Al.

Das Entladungsgefal 2 ist mit seinen Quetschenden 4, 6
und dem Entladungsraum 8 von einem aus Glas bestehenden,
lichtdurchlassigen rohrfdormigen Aulenkolben 32 umgriffen.
An seinem sockelfernen Endabschnitt ist der AuBRenkolben
32 mit dem Quetschende 4 durch eine Anrollung und an sei-
nem sockelnahem Endabschnitt mit der Verladngerung 22 des
Entladungsgefales 2 durch eine Einschnirung gasdicht ver-
schmolzen. Zwischen dem Entladungsgefal 2 und dem AuBen-
kolben 32 ist somit ein gasdichter Aulenraum 34 gebildet,
in dem beispielsweise Luft eingebracht ist. Der Druck im
AuBenraum 34 ist dabei geringer als ein Standardatmospha-
rendruck mit etwa 1013 mbar ist und insbesondere 300 bis
400 mbar oder vorzugsweise 150 bis 250 mbar betragt. Un-

ter diesen Druckverhdltnissen 1st die Luft im Aulenraum
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34 zusatzlich als Zundhilfe neben der Ziundhilfsschicht 30

eingesetzt.

Zur Vermeidung eines Kurzschlusses zwischen der Zind-
hilfsschicht 30 und der Luft im AuBenraum 34 beim Zinden
der Hochdruckentladungslampe 1 1ist auf die Zindhilfs-
schicht 30 und auf das Entladungsgefall 2 eine Isolations-
schicht 36 aufgebracht. Diese erstreckt sich etwa iber
die gesamte innerhalb des AuBenraums 34 angeordnete Um-
fangsfldche des Entladungsgefialles 2. Die 1Isolations-
schicht 36 schiitzt ferner die Zindhilfsschicht 30 vor De-

generation.

Die Isolationsschicht 36 wird in einem kalten Verfahren
hergestellt, um zu vermeiden, dass die temperaturempfind-
liche Zindhilfsschicht 30 durch hohe Temperaturen bei der
Herstellung beschadigt wird. Das kalte Verfahren erfolgt
mit Hilfe eines Niederdruckplasmas. Hierbei wird auf das
Entladungsgefall 2 in einer Vakuumkammer ein Stoff, bei-
spielsweise Hexamethyldisiloxan (HMDSOQ), Uber ein Trager-
gas, beispielsweise Argon, eingebracht, wobei der Stoff
dann tber Mikrowellen angeregt wird. Durch dieses Verfah-
ren wachst innerhalb von Sekunden eine auf dem Entla-
dungsgefall 2 fest anhaftende und nur wenige Nanometer di-
cke Quarzglasschicht als Isolationsschicht 36. Diese ist
durch die geringe Dicke &duRerst elastisch und somit un-
empfindlich gegeniilber mechanischen Spannungen. Das Ver-

fahren liuft bei einer Temperatur von kleiner 100°C ab.

Die Zindspannung der Hochdruckentladungslampe nimmt mit
zunehmendem Filldruck des in dem Entladungsraum 8 einge-
brachten Fillgases zu. Eine D3- oder D4-Lampe eines Fahr-

zeugscheinwerfers mit beispielsweise einem in dem Entla-
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dungsraum 8 eingebrachten Fillgas aus Xenon, das einen
Kaltfilldruck wvon 16 bar aufweist, erfordert eine Zind-
spannung von etwa 25 kV. Um die Zindspannung zu senken,
ist die Zindhilfsschicht 30 und das Fillgas im AuBenraum

34 vorgesehen.

Die zum Zinden der Hochdruckentladungslampe erforderli-
chen Hochspannungsimpulse werden der sockelseitigen
Elektrode 12 iber die Stromzufihrung 20 zugefiithrt, da
diese vollstandig von dem Entladungsgefal 2 zusammen mit
der Verlangerung 22 und dem Sockel 24 umfasst ist, was
eine ausgezeichnete elektrische Isolation der Hochspan-
nung fithrenden Teile der Hochdruckentladungslampe 1 ge-
wahrleistet. Die genannten Hochspannungsimpulse werden
beispielsweise mittels einer Impulszindvorrichtung gene-
riert, deren Komponenten im Lampensockel 24 angeordnet
sein konnen. Bei einer Zindung der Hochdruckentladungs-
lampe 1 bildet die Zindhilfsschicht 30 zusammen mit der
Elektrode 12 einen Kondensator, wobeil das dazwischen lie-
gende Quarzglas des Entladungsgefdles 2 und das Fiullgas
im Entladungsraum 8 ein Dielektrikum dieses Kondensators
bilden. Dadurch wird, insbesondere mittels der hochfre-
quenten Anteile des Zindimpulses, im Entladungsraum 8 ei-
ne dielektrisch behinderte Entladung (dbE) zwischen der
Elektrode 12 und der Zindhilfsschicht 30 generiert. Diese
dbE erzeugt im Entladungsraum 8 eine ausreichende Anzahl
von freien Ladungstrdgern, um den elektrischen Durchbruch
zwischen den beiden Elektroden 10, 12 zu ermdglichen bzw.
die dafiir erforderliche Zindspannung deutlich zu reduzie-
ren. Neben der Zindhilfsschicht 30 dient das Fiullgas in
dem AuBenraum 34 ebenfalls zum Senken der Zindspannung,

was in der folgenden Figur 2 ndher erliutert ist.
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In der Figur 2 ist in einer Seitenansicht die Hochdruck-
entladungslampe 1 aus der Figur 1 beim Anlegen einer
Zindspannung gezeigt. Hierbei wird ein positiver Zindim-
puls an der in der Figur 2 unteren Elektrode 12 angelegt.
Das Fiillgas bildet im AuBenraum 34 zwischen dem AuBlenkol-
ben 32 und dem EntladungsgefaB 2 durch den Zindimpuls zu
einer elektrisch leitfahige Schicht bzw. ein Plasma 37 an
einem Umfangsabschnitt des Entladungsgefales 2 aus. Das
Plasma 37 erstreckt sich hierbei um das Entladungsgefall 2
asymmetrisch im Bereich des Entladungsraums 8 und dem in
der Figur 2 unteren Quetschende 6 und ist gestrichelt
dargestellt. Das Plasma 37 hat den gleichen Effekt wie
die Zindhilfsschicht 30 und bildet somit zusammen mit der
unteren Elektrode 12 in der Figur 2 einen Kondensator.
Des Weiteren werden von dem Plasma 37 Photoelektronen
aufgrund einer UV-Emission gebildet, die als Startelekt-
ronen fir den Entladungsbogen zwischen den Elektroden 10,
12 dienen. Durch die Zindhilfsschicht 30 und das Plasma
37 in dem AuBenraum 34 kann die Ziindspannung der Hoch-

druckentladungslampe 1 somit stark gesenkt werden.

Bei Versuchen hat sich herausgestellt, dass eine asymmet-
risch zum Entladungsgefall 2 angeordnete Zindhilfsschicht
30 zur weiteren Absenkung der notwendigen Zindspannung im
Vergleich zu einer symmetrisch angeordneten Ziindhilfs-
schicht 30 fihrt, was beispielsweise in dem eingangs er-
lauterten Stand der Technik aufgezeigt ist. Ein sich
asymmetrisch im AuBenraum 34 ausbreitendes Plasma 37

weist einen gleichen Effekt auf.

Nachteilig bei dem Plasma 37 in dem AuBlenraum 34 ist,
dass es nur unter einem niedrigeren Druck im Vergleich

zum Standardatmosphdrendruck entstehen kann. Gleicht sich
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der Druck im AuBenraum 34 beigpielsweise durch in der
Herstellung auftretende Risse im Aullenkolben 32 dem Au-
Bendruck an, dann wird beim Anlegen einer Zindspannung an
die Hochdruckentladungslampe 1 kein Plasma 37 mehr gebil-
det. Da allerdings die Hochdruckentladungslampe 1 zusatz-
lich als Zindhilfe die Zundhilfsschicht 30 aufweist, wird
selbst bei einem sich nicht ausbildenden Plasma 37 die
Zindspannung gesenkt, was eine hohe Betriebssicherheit
der Hochdruckentladungslampe 1 gewdhrleistet. Die Isola-
tionsschicht 36 wirkt in diesem Fall nur als Schutz-
schicht, welche die Zindhilfsschicht 30 vor Degeneration

schitzt.

Figur 3 stellt in einer Seitenansicht die Hochdruckentla-
dungslampe 1 aus Figur 1 dar, bei der eine Ziindspannung
mit einem negativen Zindimpuls an die sockelnahe Elektro-
de, die der Elektrode 12 in Figur 2 entspricht, angelegt
ist. Hierbei bildet sich das Plasma 37 im Gegensatz zur
Figur 2 am AuBRenumfang des oberen Quetschendes 4 des Ent-
ladungsgefédlBes 2 aus. Das elektrisch leitfahige Plasma 37
stellt somit zusammen mit der Zindhilfsschicht 30 eine

asymmetrische Zindhilfe zur Verfiigung.

Im Vergleich der Figur 2 mit der Figur 3 ist erkennbar,
dass sich das Plasma 37 in Abhangigkeit des Ziindimpulses

um das Entladungsgefall 2 verteilt.

In der Figur 4 ist in einer Seitenansicht die Hochdruck-
entladungslampe 1 gemal einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel
gezeigt. Im Unterschied =zum ersten Ausfihrungsbeispiel
aus Figur 1 ist die Zindhilfsschicht 30 anders ausgestal-
tet. Diese hat hier einen oberen und unteren Schenkel 38

und 40, die sich jeweils entlang eines Quetschendes 4
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bzw. 6 erstrecken. Die Schenkel 38 und 40 sind dabei etwa
im Bereich zwischen den Molybdanfolien 14 bzw. 16 und dem
sich entlang des Entladungsgefialles 2 erstreckenden Kon-
taktdraht 26 in Lampenlangsrichtung auf den Quetschenden
4 bzw. 6 angeordnet und umgreifen diese abschnittsweise
in Umfangsrichtung. Des Weiteren ist die Zindhilfsschicht
30 auf eine Oberfliche eines Ubergangsbereichs 42 und 44
zwischen einem Jjeweiligen Quetschende 4 bzw. 6 und dem
den Entladungsraum 8 umfassenden mittleren Bereich des
EntladungsgefiBes 2. Die Ubergangsbereiche 42 und 44 sind
ringnutartig ausgebildet, wobei sich die Zindhilfsschicht
30 dann iber den gesamten Umfang der Ubergangsbereiche
42, 44 erstreckt. Die Zindhilfsschicht gemaB dem zweiten
Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung besitzt somit einen im
Bereich des Entladungsraums angeordneten Schichtabschnitt
30, zwei in den ringnutartigen Ubergangsbereichen ange-
ordnete Schichtabschnitte 42, 44 und zwel auf den Quet-
schenden 4, 6 angeordnete Schichtabschnitte 38, 40. Die
vorgenannten Schichtabschnitte bilden eine zusammenhan-

gende Zindhilfsschicht.

Die in der Figur 1 ausgebildete Zindhilfsschicht 30 weist
eine geringere Flache im Vergleich zum Schichtabschnitt
30 der Zindhilfsschicht aus der Figur 4 auf. Hierdurch
ist eine grolBflachigere Verteilung des Plasmas 37 um den

AuBenumfang des Entladungsgefales 2 ermdglicht.

Die Erfindung beschrankt sich nicht auf die oben naher
beschriebenen Ausfithrungsbeispiele der Erfindung. Bei-
spielsweise kann bei der in Figur 4 abgebildeten Zind-
hilfsschicht gemal dem oben erlauterten zweiten Ausfiih-
rungsbeispiel der Erfindung der auf dem sockelfernen

Quetschende 4 angeordnete Schichtabschnitt 38 oder der
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auf dem sockelnahen Quetschende 6 angeordnete Schichtab-
schnitt 40 der Zindhilfsschicht entfallen, wodurch eine

asymmetrisch ausgebildete Zindhilfsschicht erreicht wird.
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Anspriiche

1. Hochdruckentladungslampe mit einem Entladungsgefal

(2), in dem ein Entladungsraum (8) ausgebildet ist,
wobei sich zwei zueinander beabstandete Elektroden
(10, 12) in den Entladungsraum (8) zur Erzeugung ei-
ner Gasentladung erstrecken, wobei das Entladungsge-
fak (2) zumindest abschnittsweise von einem Aulen-
kolben (32) umgriffen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass in einem wenigstens von dem Entladungsgefall (2)
und dem Aulenkolben (32) begrenzten, gasdichten Au-
Benraum (34) ein Fillgas eingebracht ist, und dass
das Entladungsgefall (2) eine elektrisch leitfahige
Zzindhilfsschicht (30) aufweist.

. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, wobei die

Zzindhilfsschicht (30) auf einer &uBReren Oberflache
des EntladungsgefaBes (2) innerhalb des AuBenraums

(34) aufgebracht ist.

. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1 oder 2, wo-

bei auf die Zindhilfsschicht (30) eine nicht elekt-
risch leitfdhige Isolationsschicht (36) aufgebracht

ist.

. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 3, wobei die

Isolationsschicht (36) eine Glasschicht, insbesonde-

re eine Quarzglasschicht ist.
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. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 3 oder 4, wo-

bei die Isolationsschicht (36) zumindest die Zund-

hilfsschicht (30) bedeckt.

. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 3 oder 4, wo-

bei die 1Isolationsschicht (36) Uber die gesamte
Oberfldache des Entladungsgefalies (2) aufgebracht

ist.

. Hochdruckentladungslampe nach einem der Anspriiche 3

bis 6, wobei die Isolationsschicht (36) 1in einem
kalten Verfahren auf die Zundhilfsschicht (30) und

das Entladungsgefal (2) aufgebracht ist.

. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 7, wobei die

Isolationsschicht (36) im kalten Verfahren mit einem
Niederdruckplasma aufgebracht ist, wobei dieses ins-

besondere Hexamethyldisiloxan (HMDSO) enthalt.

. Hochdruckentladungslampe nach einem der vorhergehen-

den Anspriiche, wobei die Zindhilfsschicht (30) im
Bereich des Entladungsraums (8) auf dem Entladungs-
gefall (2) angeordnet ist und sich iber einen Ab-
schnitt des Umfangs des Entladungsraums (8) er-

streckt.

Hochdruckentladungslampe nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei das Entladungsgefall (2)
zwel sich diametral erstreckende Quetschenden (4, 6)

aufweist und die Zundhilfsschicht (30) zumindest ab-
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schnittsweise auf wenigstens ein Quetschende (4, 6)

aufgebracht ist.

Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 10, wo-
bei die Zindhilfsschicht (30) zusadtzlich auf wenigs-
tens einen Ubergangsbereich (42, 44) zwischen dem
Entladungsraum (8) und einem Jjeweiligen Quetschende
(4, 6) abschnittsweise oder Uber dessen gesamten Um-

fang aufgebracht ist.

Hochdruckentladungslampe nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei das Fillgas einen im Ver-
gleich zUum Standardatmospharendruck niedrigeren
Druck aufweist, der insbesondere zwischen 300 und
400 mbar oder insbesondere zwischen 150 und 250 mbar

liegt.

Hochdruckentladungslampe nach einem der vorher-

gehenden Anspriiche, wobei das Flllgas Luft ist.
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